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【1】半導体におけるフェムト秒コヒーレント分光、時間分解分光（三晶具文、舛本泰章、奥野剛史）  

＜テルルにおける格子振動の異方的ソフトニング現象＞（江里口雅丈、三晶具文、舛本泰章）［1］   

半金属であるテルル単結晶においてコヒーレントフォノンの測定を行なうと、励起強度を上げるに従  

って周波数が低くなりスペクト／叫言が広がっていくソフトニング現象が観測される。本研究では、コヒ  

ーレントフォノン信号の偏光依存特性を利用して強いAモードに埋もれた弱いEモードも選択的に検出  

することにより、AモードとEモードのソフトニングが異なる特性を示すことを調べた。   

図1にtlme－PartitionFFT法によりAモードの格子振動のソフトニング現象を示した。tme－parhtlOn  

FfT法は、励起パルスの印加された時間原点から、一定の時間遅延までのデータをマスクして、それ以  

後の振動データに対してのみフーリエ変換を行なう方法で、振動数が時間と共に変化していくデータを  

解析するのに有効な手法である。図1に示すように3．2ピコ秒以後ではAモードのスペクトルの変化は  

見られず、格子振動のソフトニングがこの時間遅延でほぼ回復していることが分かる。Eモードの信号  

にtlme・partltionFFr法を適用したのが図2である。Eモードでは、ソフトニングの効果が3．5ピコ秒  

になっても完全には回復しておらず、Aモードとは、ソフトニングの効果に鎖著な異方性があることが  

分かった。  
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＜半導体ナノ構造におけるコヒーレントキャリア制御＞（玄柄律［B）ⅦngrRyooIHyun］、三晶具文、舛本春  

草）   

半導体ナノ構造中の高い励起子コヒーレンスを用いるとそのキャリアダイナミクスをコヒーレントに  

制御することが可能になり、超高速光スイッチや量子コンピュータ論理素子への応用が考えられる。本  
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研究では、半導体ナノ構造においてフェー  

ズロックパルス対を用いてコヒーレント  

キャリア制御の基礎的実験を行った。   

コヒーレントキャリア制御の研究を行  

うための相対位相を精密に制御したフェ  

ムト秒フェーズロックパルス対の発生に  

はマイケルソン型の干渉計を用い、PID制  

御によりアクティブなフェーズロックを  

かけている。図3はフェーズロックパルス  

対を用いて四光波混合実験を行った結果  

である。サンプルは15n皿の井戸層と  

15Ilm のバリア層、25周期よりなる  

G鮎旭仏1As多重量子井戸である。1．538eV  

と1．546eVのピークはbeaw－ble励起子  

（hDとhght－ble励起子0緑への遷移で  

ある。点線は通常の四光波混合の実験結果  
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であり、500飴の周期を持つ量子ビートが現れている。  

l血励起子に共鳴させたフェーズロックパルス対を用いた四光波混合実験結果を実線と破線で示してい  

る。実線はパルス対の相対位相が0の結果を示してあり、点線は相対位相が冗の結果を示している。量子  

ビートの振幅がパルス対の相対位相によって増大や減衰しているのが分かる。  

＜低温成長GaAs／AIAs多重量子井戸における励起子吸収飽和の過渡特性＞（奥野剛史、舛本泰章、伊東  

雅史A、岡本紘A A千葉大学工学部）［2］   

分子線エビタキシー法において、GaAsなどのⅠIILV族半導体を、300℃程度の低温で成長すると、  

As析出物の影響でキャリア寿命が1ps以下に短くなる。また、量子井戸構造は、室温でも安定に存在す  

る励起子吸収が大きな光非線形性を示す。両者を結びつけることによって、大きな非線形性をもち応答  

速度も速い、という、超高速光スイッチ等に理想的な系が実現できる可能性がある。今回、低温成長  

GaAs〟uAs 多重量子井戸  

（multq）1e quantum WeuS，  

MQW）における光非線形性の、  

大きさと回復時間（キャリア寿  

命）を測定し、厚いGaAs膜（バ  

ルク GaAs）や通常温度成長の  

MQWと比較して、低湿成長M別の  

有効性を明らかにした。   

用いた試料は、7nmのGaAs  

井戸と7nmのAIA5障壁を10  

0周期積んだものである。成長温  

度は、通常温度成長の700℃と、  

低温成長の360℃、310℃である。  

まず、飽和強度を測定すると、3  

種のMQWでほぼ変わらず、低  

温成長バルクGaAsよりも1桁  

以上′トさかった。飽和強度は、吸   
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図4 パルス幅袖Sのレーザーによる過渡吸収飽和の時  
間変イヒ310℃成長MQWにおける信号は、この測定での時  
間分解能を示す。  
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収係数が減少する典型的な励起強度で、これが小さいはど非線形性は大きいといえるため、低温成長  

MQWがバルクGaAsよりも大きな非線形性をもっていることが示された。次に、吸収飽和の回復時間  

を測定すると、700℃成長MQWが340p畠であるのに対し、310℃成長MQWは0．恥Sであった。また、310℃  

成長バルクGaAsは2psであったっこれより、低温成長MQWの応答時間が、通常温度成長MQWやバ  

ルクGaAsよりも速いことが明らかになった。  

【2lワイドギャップⅢ族窒化物半導体の光物性（舛本泰章）  

＜InGaN／GaN量子井戸構造におけるアンチストークスフォトルミネッセンス＞（佐竹昭泰、舛本泰章）  

t3，4，1t関連：5，d   

GaN系半導体は青紫色レーザ材料として注目  

をあびており、その活性層には主にInGaN量子  

井戸構造が使われている。InGaNからの発光機構  

は、In組成比の揺らぎ等によって生じた局在状態  

からの発光であると考えられている。こうした局  

在状態が存在する半導体量子井戸構造においては  

アンチストークスフォトルミネッセンスの観測が  

期待できるが、GaN系においてその報告例は未だ  

ない。そこで、InGaN／GaN量子井戸構造を用い  

てアンチストークスフォトルミネッセンスを観測  

し、その機構について研究を行なった。   

アンチストークスフォトルミネッセンスとは、  

励起光の光子エネルギーより高エネルギー側で発  

光する現象である。図5に温度77Kにおける  

Im卯Gao．93N（3．5m山／GaN（7m山量子井戸構造（3  

周期）の発光スペクトルを示す。（めの励起光の光  

子エネルギーは3．756eVで、InGaN層及びGaN  

層からの発光がそれぞれ3．1鮎Ⅴ、3，49eVに観測  

される。（b）の励起光の光子エネルギーは3．305eV  

でGaNのバンドギャップより低い励起にもかか  

わらず、GaN層からの発光が観測される。この発  

2．93．08．＝‡．28．33．43．5さ．‘  

PHOT仰E忙R（汀（eV）   

図5Im．耶Gao．93N／GaN量子井戸構造におけ  
る発光スペクトノh温度は77Ⅰら挿入図は  
3，305eV励起における発光強度の励起光密度  
依存性。  

光は励起光密度に対してほぼ2乗の依存性を示し、  

InGaN層の吸収の増加にともなって強くなる。また、  

この発光の緩和時間は425psで、GaNのバントギ  

ャップより高エネルギー側佃Ⅹ．3．756eⅥで励起  

した時のGaN届からの発光の緩和時間（72ps）に  

比べ遅く、InGaN届からの発光の緩和時間（800ps）  

の約半分である。このことは、GaN層におけるキャ  

リアの生成過程に遅れが生じたことを意味し、  

InGaN層のキャリア数の2乗に比例していること  

を示唆している。以上の結果より、アンチストーク  

スフォトルミネッセンスの機構は次のように考えら  

れる。励起光（レーザー光）によってInGaN層に  図6 アンチストークスフォトルミネッセ  
ンスに対する二段階型の二光子吸収モデル  
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励起子を生成すると、励起子はInGaN層の局在状態に捕まり、局在励起子として発光する。次に、InGaN  

層からの発光を励起光として、まだ緩和していないInGaN層の局在励起子をさらに上の状態に励起して  

GaN層に励起子を生成する。この発光がアンチストークスフォトルミネッセンスとなる。このように、  

InGaN／GaN量子井戸構造におけるアンチストークスフォトルミネッセンスの機構は、図6に示すよう  

な二段階型の二光子吸収過程であることがわかった。  

【3】半導体量子点の光物性（舛本泰章、奥野剛史、池沢道男）【総説：7】  

＜半導体量子点における励起子の均一幅広がりのメカニズム＞（玄柄律［B叩ng－RyooIHyun］、古谷雅、舛本  

泰章）【8，9］   

半導体量子点における励起子の均一幅の広がりメカニズムはまだ明確に解明されていない。ヘテロダイン  

型蓄積フォトンエコー法により、CuBr量子点の位相緩和時間（T。）から均一幅を求めて、低温領域（0．6Kから  

50K以下）での均一幅の温度依存性について調べた。   

図7は5個の異なる平均粒径のCuBr量子点における励起子の均一幅の測定結果とそのフィッティング結果  

を示す。従来の音響フォノンモードによる電子－フォノン相互作用を考慮して理論的に予想されている線形  

依存性（rh＝rⅧ＋AT）とは異なる新しい温度依存性（rh＝r．Ⅵ＋BTL■3）が現れている。特に、5K以下での均一  

幅は線形依存性とは異なる振る舞いが明らかである。  
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図7  

今までは均一幅広がりメカニズムに対して、量子点周りの環境、即ちホスト物質や欠陥などの影響を無視して  

来た。しかし量子点には体積に対する面積の比率が増加することによって量子点の界面効果が位相緩和メカ  

ニズムにいっそう重要になることが考えられる。界面効果を考慮したtwo－1evelsystem（TLS）モデルでは温度  

に対する均一幅の新しい振る舞い（rh∝Tl・3）が説明できる。量子点の界面効果が位相緩和メカニズムに寄与  

するのは体積に対する面積の比率（1／R）に比例すると予想されている。図8にはフィッティング結果から得られ  

たrh。とAのサイズ依存性を示してあり、それぞれ1／R依存性を示す。したがって、この結果から低温での量  

子点における均一幅のメカニズムは量子点の界面効果に支配されているのが分かる。このような均一幅の新し  

い温度依存性はガラスやポリマー中の色素分子などによく見られるため、半導体量子点は色素分子などと同様  

に振る舞うと考えられる。   

＜CdSe量子点における励起子の均一幅の起源＞（竹本一矢、舛本泰章）【10，11】  
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半導体量子点の均一幅の広がりには幅射寿命やキ  

ャリヤ散乱、フォノン散乱、表面・界面での散乱な  

ど様々な要因が関係しているが、未だ不明な点が多  

い。我々は良質のCdSe量子点を用い、ヘテロダイ  

ン型蓄積フォトンエコーにより、弱励起の極限にお  

ける均一幅を位相緩和時間罰の逆数として時間領  

域から測定した。   

得られたAPE信号は2成分の指数減少関数であ  

り、そのFouner余弦変換で得られる均一線スペク  

トルは、2Kにおいて幅の広い（2．4meⅥスペクトル  

と幅の狭い（0．17meⅥスペクトルの重ね合わせとな  

る。幅の広いほうの成分はドットの半径に対し逆比  

例し、その全体に対する寄与がDebye－Whller因子  

の表式でよくフィッティングされることから、速い  

成分すなわち幅の広いスペクトルが閉じ込め音響フ  

ォノンサイドバンド、遅い成分すなわち幅の狭いス  

ペクトルがゼロフォノン線によるものと結論できる。  

図9（扇は4つのサイズの異なる試料について、零フ  
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オノン線幅（爪）をプロットしたもので、温度に対する線形依存性を示している。このときの温度係数  

を1侃2（Rはドットの半径）に対してプロットしたのが（b）である。CdSe量子点の最低励起状態に対す  

る理論計算では、量子点に閉じ込められたキャリヤと音響フォノンとの変形ポテンシャル相互作用の強  

さが、粒径の逆数の自乗に逆比例することが予測されており、我々の実験結果と理論計算（実線）との  

良い一致は、零フォノン線幅の温度広がりがこうした変形ポテンシャル相互作用に基づいていることを  

裏づけている。また（∂から分かるように、2～26Kの範囲で均一幅は量子点サイズの減少に伴って増加し  

ている。（dに示すように、T＝OKに外挿された均一幅の値は量子点の半径の逆数に比例しているが、こ  

れはOKでの均一幅広がりに対しては表面散乱が支配的であることを表している。R＝3．6nmに対する  

均一幅ZL＝0．13meVは、これまでにガラス中CdSe量子点に対して報告された値よりも幅が狭く、化学  

的に作成されたCdSe量子点を用いた単一量子点分光の結果に匹敵する。測定した試料の励起子寿命Ti  

は100ps程度と現に比べても十分に長く、この場合均一幅の温度広がりは主としてフォノンにより決  

定されているものと考えられる。  

＜NaCl中のCuCl量子点における輝尽発光＞（舛本泰章、桑原昭一）［12，13】   

あらかじめ紫外線などによる励起を受けた蛍光体は、励起後に発光波長よりも長波長の光を照射する  

ことで発光が一時強くなることがある。この現象を輝尽発光と呼ぶ。量子点の永続的ホールバーニング  

現象の持つ様々な特徴から量子点の光イオン化をその機構として考えたが、「ホストにトラップされた  

キャリアーは長波長光の照射により、再び量子点にもどり、輝尽発光を起こすかもしれない」と考えて  

実験をしてみたところ、NaCl結晶中にCuCl量子点を成長させた試料を用いて、前年度、量子点ににお  

いて初めて輝尽発光現象を見出した。   

輝尽発光は低温でCuCl量子点をHeCdレーザー（325nm）で励起して、量子点の界面や周囲にキャ  

リアーをトラップさせた後、半導体レーザー（670Iul）等で輝尽励起する事で観測された。次に輝尽発  

光強度の励起光強度依存性、時間発展、温度依存性、波長依存性がそれぞれ測定された。これらの依存  

性に、量子点における輝尽性発光特性と永続的ホールバーニング特性との類似性が見られ、ホールバー  

ニングと同様の機構（半導体量子点の表面や表面を通して母体中のトラップにキャリアーが捕まる機構）  

が働いていると結論された。トラップ準位のエネルギーは2．45eV付近にあり半値全幅は0．53eV程度で  
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ある。輝尽発光の効率とCu＋ダイマ一の渡度が強い正の相関を示すことが示され、NaCl結晶中に含まれ  

る一価のCuイオン（Cu＋）のモノマーやダイマーが正孔（または電子）のトラップとして働き、短波長  

励起された量子点から放出された正孔（または電子）がC11＋に捉えられCu2＋（またはCuO）を経由して  

再び、長波長光の照射により量子点に残された電子（または正孔）と再結合発光すると結論された。   

＜NaCl中のCuCl量子点における励起子状態と形状＞（趨家龍【ZhaoJialond、舛本泰章）【14，15】   

量子点における励起子状態のサイズ依存性により量子  

点の形状が定性的に説明できる。NaCl結晶中のCuCl  

量子点の高い励起状態が励起され、その量子点の基底状  

態のホールバーニングがはっきりと観測される。特に二  

つの主なホールが量子点の縮退した第一励起状態の励起  

による基底状態のものだと考えられた。この二つホール  

のエネルギー差が量子閉じ込めエネルギーとの依存性を  

図10に示す。量子箱モデルにより量子箱の二つ縮退した  

第一励起状態が励起され、基底状態のホールの差は量子  

閉じ込めエネルギーとの関係式が得られた。量子箱のサ  

イドは二つが同じLで他の一つサイドがL一寸と考えら  

れ、小さい量子箱のサイド差bは格子定数の1倍あるい  

は3／2倍だという事がわかった。このことからNaCl中  

のCuCl量子点における形状はほぼ立方体に近い量子箱  

だと考えられる。  
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図10  

＜燐酸ガラス中のPbSe量子点の作製と粒径の決  

定＞（池沢道男、奥野剛史、舛本泰章）   

きわめて強い量子閉じ込めを示すことが期待さ  

れるPbSe量子点を燐酸ガラス中に作製した。バ  

ルクのPbSeは4ミクロン付近に吸収端を持つが、  

ガラスの中に量子点として成長させることにより  

吸収ピークの大きな高エネルギーシフトが起こり、  

光通信に用いられる1～2 ミクロン帯に吸収ピー  

クを持たせることが可能になり、学術的な観点以  

外に応用上も重要である。PbSe量子点はリン酸ガ  

ラスをマトリクスとして作製した。マトリクスと  

して一般に用いられるシリカガラスに比べて、リ  

ンを主要成分にしたガラスではガラスの網目構造  

がより開放的であって、高濃度にPbSeをドープ  

することが可能である。PbSe量子点は、PbSeを  

ドープしたリン酸塩ガラスを蓋付きのグラファイ  

ト製相場で作製し、それを4∝）度付近の温度で数  

十分アニールすることにより成長させた。はじめ  

無色であったガラスが熱処理によって褐色を呈す  

ることから量子点の成長を知ることが出来る。作  

製したサンプルは室温においてmIRを用いて吸  

収スペクトルを測定した。図11（a）に作製したサ  
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図11（a）作製したPbSe量子点の室温におけ  
る吸収スペクトノh矢印で示したように最低励  
起エネルギーのシフトが見られる。（b）試料の  

Ⅹ線散乱曲線。  
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ンプルの室温における吸収スペクトルを示す。サンプルによって吸収ピークがシフトしているのが分か  

り、熱処理によって量子点の平均粒径をコントロールできたことが示された。作製されたサンプルは分  

析センターのプラズマ発光分析装置にて組成を分析し、量子点の数密度の見積もりに役立てた。次にこ  

のようにして作製したサンプルの粒径を高エネルギー加速器研究機構（KEK）のBL－15AにおいてX巌小  

角散乱によって求めた。散乱曲線はギニエ領域でよい直線性を示し、作製された試料の粒径分布が小さ  

いことが分かった。図11（b）に散乱曲線の例を示す。この直線の傾きから粒径が求められ、5n血程度の  

量子点が出来たことが分かった。この例では粒径はそれぞれ、5．3nm、4．鮎m、4．6Iunと求められた。  

しかし、この系では、電子顕微鏡で観測した粒径とX線小角散乱から得た粒径、また理論計算によって  

導いた粒径が必ずしもよく一致してはおらず、今後さらに広範囲に粒径を振った試料を作製して詳細に  

研究する必要がある。  

＜PbSe量子点における緩和時間のサイズ依存性＞（奥  

野剛史、AA．upovsk並A、池沢道男、小川智康、舛本  

番章  ASt．Petersburg Tbclm1CalUnⅣerSity）  

［16，17］   

リン酸ガラス中のPbSe量子点試料において、エネ  

ルギー緩和時間が、強い粒径依存を示すことを見いだ  

した。室温におけるポンププロープ法で、透過率変化  

の時間発展を測定して緩和時間を求めた。図12が結果  

で、量子点の半径は、（d2．9からめ1．4nmである。  

小さい量子点はど速い時間減衰を示していることがわ  

かる。各曲線は、2成分の指数関数減衰でよく表せ、  

短い寿命成分は局25psからゆ1psにほぼ単調に  

減少している。これは自由励起子の緩和を反映してい  

ると考えられる。そのレート（逆数）は、ほぼ半径の  

3乗に反比例した。この強い単調な依存性は、強い閉  

じ込めの影響の可能性があり、生成された励起子が、  

量子点よりも大きな領域にある局在発光準位や非幅射  

中心に遷移していると考えることによって定性的に理  

解できる。  
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図12 透過率変化の時間発展。半径および  

励起子遷移波長（測定波長）を図中に示す。  

＜InPStressorにより量子井戸に形成されるGaAs量子ドット＞（西林一彦、奥野剛史、舛本泰章）   

半導体表面上の自己形成型量子ドット（SelfAssembledDots：SAD）がもたらす歪みにより表面付近の  

量子井戸内に形成される擬似量子ドット（Strain－inducedQuantu皿dot）に関する研究が盛んに行われ  

ている。これらの系に対してはまだ吸収に関する報告はないため、発光の励起スペクトルを取ることで、  

その吸収スペクトルを調べた。   

試料はG舶AIGaAs量子井戸構造の表面にSADとしてInPを成長させたものを用いた。  

図13は井戸厚4．8Ilmの試料に対して検出エネルギーを変えながら発光の励起スペクトルを取ったもの  

である。二つのピーク（●）がスペクトル的によく分離している。これはドットの第二、第三励起状態から  

第一励起状態（検出エネルギー）に緩和して発光したものと考えられる。図14は量子井戸の厚さを3．9，4．8，  

6．Onmと変えて図13と同じように励起スペクトルを取ったときの、検出エネルギーと発光のピークをプ  

ロットしたものを示す。図中の矢印は発光スペクトルから見積もったドットの第一励起状態のエネルギ  

ー準位（図l3の▽に相当）を示している。第一励起状態と第二、第三励起状態とのエネルギー間隔は井戸  

厚による大きな違いは見られなかった。このエネルギー間隔は、検出エネルギーを高エネルギー側に移  
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図13 G出払擬似ドットの発光ス  図14 検出エネルギー（第一励起状態）と第二、第三励起  

ペクトノペ上）と励起スペクト／亘下）  状態とのエネルギー間隔   

行していくと小さくなる傾向が見られた。検出エネルギー（第一励起状態）とGaAs量子井戸のエネルギー  

間隔が小さいということは三次元閉じ込めが弱いドットの第一励起状態からの発光を検出していると考  

えられることから、この傾向は擬似ドットのサイズ分布に起因する効果だと考えられる。  

＜科学技術振興事業団創造科学技術推進事業一単一量子点プロジェクトでの研究＞［18－74］   

科学技術振興事業団創造科学技術推進事業一単一量子点プロジェクトでの研究（1995年10月か  

ら2000年9月まで）が舛本泰章を総括責任者として、つくば市東光台の筑波研究コンソーシアムを  

拠点として行われ、今年度もいくつかの成果を得た。   

【4】半導体ナノメートル構造の光物性と計算光物性（野村晋太郎）  

＜横方向量子ドットアレーの発光スペクトル＞（野村）［75，76］   

横方向に周期的にポテンシャルを変調し、二次元電  

子ガス密度を変調または0次元的に局在化させた構造  

において、どのような発光特性を示すのか興味を持た  
（
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れている。本研究では表面電極のバイアス電圧を連続  

して印加する手法を用いた。 試料構造は、  

GaAs－AIGaAs変調ドープ量子井戸基板の表面に電子  

線リソグラフィーによりメッシュ状ショットキー電極  

構造を作製したものを作製し、負バイアス電圧を印加  

して量子井戸内の電子密度を横方向に周期的に変調し  

た。この横方向の周期的ポテンシャル変調により、多  

電子系と正孔との間の多体相互作用を外部から制御で  

きることを初めて示した。  

固体中において観測される光が介在する多電子系に特  

有の現象としてフェルミ端異常がまず第一に挙げられ  

る。これはフェルミ縮退した電子系における光遷移確  

率がフェルミ端近傍で発散することをさす。この現象  

は物質系に関係なく広く一般的に見られる現象である。  

1．505 1．51 1．515 1．52 1，525 1，53  

Photon energy（eV）  

図15   
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正孔の質量が有限である場合、2次元系ではフェルミ端異常は非常に小さいことが示されている。これは  

クーロン引力とアンダーソンの直交定理との微妙なバランスの上に成り立っており、フェルミ端異常が  

発散しない3次元系、フェルミ端異常が正孔の質量によらず発散する1次元系と対照的になっている。  

このため、本研究では外部から弱いポテンシャル変調を加えることにより2次元から次元性を下げて発  

散の幕を大きく変えることができることを実験的に示した。さらに、磁場に依存した発光スペクトルの  

エネルギーと強度の振動構造の測定により、フェルミ端異常であることを明確に示した。  

本研究は理化学研究所青柳主任研究員との共同研究である。  

＜半導体ナノメートル構造の実時間実空間法による線形感受率計算－カーボン系物質への適用＞（野村）  

［77－80】   

大きな系の線形感受率を効率良く計算  

する手法を以前から開発してきた。これは  

実時間シュレディンガ一方程式を解くこ  

とによって、電子状態密度や光遷移縫率を  

効率良く求める方法で、計算量が系のサイ  

ズNに比例し、大きな系での計算に適した  

方法である。この方法をカーボン系物質へ  

適用を行った。ポリアセチレン、ポリシラ  

ン、ダイヤモンド微結晶の光吸収スペクト  

ルを経験的擬ポテンシャル法にもとづき  

計算を行ない、それぞれの微視的電子状態  

の構造依存性を明らかにした。ポリシラン  

の取り得るせans－やhelⅨといったさまざ  

まな構造が混合した、途中で螺旋構造の向  

きが変わる非周期的な構造について吸収  

係数の構造依存性を初めて明らかにした。  

さらに、ダイヤモンド微結晶における量子  

サイズ効果を初めて明らかにした。  

本研究は物質工学系竹森直助教授、理化学  

研究所青柳主任研究員との共同研究である。  

dlO  
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図16  

【5】151Euのメスバウアー効果と核磁気共鳴による層状化合物磁性体の研究（鈴木隆司）  

151Euのメスバウアー効果について、昨年に引き続きBa（Eu）FBr及びEuPdInの測定をおこなった。  

Ba（Eu）FBrについては、新たに試料を作成して測定中である。EuPdInについては、Eu原子の原子価  

はアイソマシフトの測定から＋2価であることが判明しているが、その温度変化が観測された。   

これまで層状化合物磁性体FexNbX2（Ⅹ羊S，Se）について、中性子散乱での磁気構造を調べる研究を行っ  

てきた。その結果層間に入ったFe原子の濃度のわずかな差が、変化に富んだ磁性を示すことが解ってき  

た。更に、その微視的磁気相互作用の機構を調べる為に、閑Nbの核磁共鳴の実験をおこなった。現在  

Feu3NbS2について、室温と5Ⅹで共鳴スペクトルが測定されている。磁気転移点近傍での実験を行うた  

めの準備をしている。  
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